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(57) Abstract: The invention relates to a production method for a chip, comprising an integrated circuit with active components 
and passive components. Said method comprises the following steps: the production of a first substrate (1), containing at least one 
active component (3) of said active components and a second substrate (2), containing the critical components (7,8) of said passive 
*Q components (in other words, the passive components whose embodiment directly on the substrate, containing the active circuits 
^? and the metallic interconnections would cause problems), subsequently the two substrates (1) and (2) are joined by layer transfer. 
fs| The active components (3) can be, for example, transistors. The critical passive components can for example be MEMS (8) and/or 
capacitors (7), particularly capacitors the dielectric material of which is a perovskite. The invention further relates to a chip (100) 
produced by the above method. 
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(57) Abrege : La pr6sente invention concerne un proceed de fabrication de puce contenant un circuit integre' comprenant des com- 
posants actifs et des composants passifs. Ce procede comprend les etapes suivantes : on realise un premier substrat (1) contenant 
au moins un composant actif (3) parmi lesdits composants actifs, et un second substrat (2) contenant les composants « critiques » 
(7,8) parmi lesdits composants passifs (c'est a dire des composants passifs dont T61aboration directement sur le substrat contenant les 
circuits actifs et les interconnexions mStalliques poserait probleme), puis Ton scelle les deux substrats (1) et (2) par report de couche. 
Ces composants actifs (3) peuvent par exemple etre des transistors. Ces composants passifs « critiques » peuvent par exemple etre des 
MEMS (8) et/ou des condensateurs (7), notamment des condensateurs dont le mat^riau diSlectrique est une p^rovskite. L'invention 
concerne egalement une puce (100) fabriquee au moyen d'un proc6d6 selon l'invention. 



